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1、推荐意见（不超过300字）
	专家姓名
	顾秉林
	工作单位
	清华大学

	专业技术职务
	院士
	专业领域
	材料物理

	
该成果是牛智川研究员及其合作者团队在国家自然科学基金重大项目、国家重点基础研发计划等项目支持下获得的重要发明和应用成果，他们在锑化物量子阱材料物理研究和激光器结构设计方面独创了数字合金方案，形成自主专利技术在开发中红外高功效激光组件体现科学价值，GaSb基量子阱材料外延技术难得很大，他们也获得了技术创新，实现了大功率单模GaSb基激光器性能超越同行。单位应用效益显著。该项目成果有力地推动了我国红外半导体材料与器件技术突破，逐步形成GaSb基半导体全链条方向，应用领域不断拓展。发展前景重大。
我推荐“锑化物中红外激光器关键技术及应用”为中国科学院杰出科技成就奖（技术发明类）候选者。









	专家姓名
	陈良惠
	工作单位
	中国科学院半导体研究所

	专业技术职务
	院士
	专业领域
	半导体激光器

	低维量子结构的锑化物半导体材料具有晶格匹配，能带调控灵活的独特优势，是实现高品质中红外激光的理想方案，牛智川研究团队在国家自然科学基金重大项目的支持下，潜心开展纳米尺度锑化物光电材料分子束外延生长技术研究，突破了多元化合物材料组分偏析技术瓶颈，形成了自主专利技术，打破了西方在高质量锑化物激光材料外延生长的技术垄断，基于自主可控的光电材料，研制了中红外激光光源，综合性能达到国内一流，国际领先水平，在多个重点单位的重点领域获得应用，解决了我国在锑化物激光材料方面面临的短缺问题。
我推荐“锑化物中红外激光器关键技术及应用”为中国科学院杰出科技成就奖（技术发明类）候选者。




	专家姓名
	王立军
	工作单位
	中国科学院长春光学精密机械与物理研究所

	专业技术职务
	院士
	专业领域
	激光技术

	
锑化物半导体中红外激光器在装备制造领域具有重大应用价值而长期被封锁。牛智川研究员与合作者长期研究锑化物半导体技术，聚焦中红外半导体激光器关键难题，围绕锑化物半导体激光器结构设计与制备关键技术刻苦攻关，取得系列创新突破，实现了锑化物半导体激光器光电效率、单模性能的超越，目前保持国际领先水平。该项目开发成功基于锑化物半导体激光器高功率合束技术，输出功率和亮度达到国际先进水平，为移动平台装备提供了自主激光光源核心器件支撑。该项目激光器已经实现量产和多类应用、产生了显著经济效益。
我推荐“锑化物中红外激光器关键技术及应用”为中国科学院杰出科技成就奖（技术发明类）候选者。

	专家姓名
	罗毅
	工作单位
	清华大学

	专业技术职务
	院士
	专业领域
	光电子器件

	半导体中红外激光器在装备系统、制造技术、环保监测领域具有重大应用价值，长期受到国外技术封锁。该项目在国家自然科学基金重大项目等支持下，聚焦锑化物半导体材料体系，攻关中红外激光器核心技术，发明了锑化物数字合金量子阱新结构、突破锑化物多元素复杂材料外延生长技术、实现法布里帕罗、分布反馈布拉格谐振腔结构的高性能激光器，其光电效率和连续输出功率突破技术瓶颈、达到国际领先，多款激光器在装备与制造领域获得应用、产生显著经济效益。该成果标志着我国在中红外半导体激光器技术领域实现超越，其科学成就突出、应用价值重大。
我推荐“锑化物中红外激光器关键技术及应用”为中国科学院杰出科技成就奖（技术发明类）候选者。



	专家姓名
	段文晖
	工作单位
	清华大学

	专业技术职务
	院士
	专业领域
	凝聚态物理

	锑化物窄带隙半导体是近年来高性能中红外半导体激光器研究领域的重要前沿方向。牛智川研究员与合作者团队在国家自然科学基金重大项目、国家重点基础研究计划项目等支持下，研究建立了锑化物半导体能带模型，创新提出数字合金量子阱势垒结构，突破了量子阱中电子和空穴空间分离导致的波函数交叠积分极小瓶颈，有效提升量子阱发光效率，一举超越了国际同行保持领先地位，实现了多种装备和制造系统的应用，经济效益显著。该成果标志着我国在中红外激光器方向取得了重要的突破性成就，有力提升了国际竞争力，其应用前景十分重大。
我推荐“锑化物中红外激光器关键技术及应用”为中国科学院杰出科技成就奖（技术发明类）候选者。
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